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【研究の概要】

省エネルギー化社会には、パワーエレク トロニクスによる電力変換の高効率化が必要不可欠で

あり、高温で作動するワイ ドギャップ半導体(SiC)を搭載したパワーモジュールの更なる活用が期

待されている。当社は、このモジュール化に必要な放熱基板について、従来あるセラミックス基

板よりも、廉価で機械的強度の高い新機軸の構造を有するものを開発することと致しました。

【研究の目的】

高熱伝導率を有する銅のコアフレームを高耐熱絶縁樹脂で一体成形し、表裏のパッドが銅の

金属柱で結合された放熱回路構造を有し、外層部には大電流回路と制御回路が併設可能である、

高耐熱、高放熱および大電流に対応した基板の製作が目的です。

【期待される効果】

高価で取り扱いが難しいセラミックスを使用せず、高温動作に対応できるシンプルな小型構造

で、多面付けによる量産製造が期待できるパワーモジュール用の基板として、省エネルギー化社

会の構築に寄与することが期待できる。


